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(57)【要約】
【課題】電子注入層の成膜中の劣化を抑えつつ、性能及
び経時的に安定した取出し電極とのコンタクトをもつ有
機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法を提供する
。
【解決手段】ゲート電極、ソース電極及びドレイン電極
を備える薄膜トランジスタ付き基板を形成し、ソース電
極又はドレイン電極に延在して接続する画素電極を形成
し、画素電極上に正孔輸送層及び有機発光層を形成し、
有機発光層上に電子注入層と対向電極とを第１のシャド
ウマスクを用いて形成し、基板側にレイアウトされた取
出し電極と対向電極とが電気的に接続するコンタクト電
極を第２のシャドウマスクを用いて、電子注入層及び対
向電極の側面を覆うように形成することを特徴とする有
機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極、ソース電極及びドレイン電極を備える薄膜トランジスタ付き基板を形成し
、
　前記ソース電極又は前記ドレイン電極に延在して接続する画素電極を形成し、
　前記画素電極上に正孔輸送層及び有機発光層を形成し、
　前記有機発光層上に前記電子注入層と前記対向電極とを第１のシャドウマスクを用いて
形成し、
　前記基板側にレイアウトされた取出し電極と前記対向電極とが電気的に接続するコンタ
クト電極を第２のシャドウマスクを用いて、前記電子注入層及び前記対向電極の側面を覆
うように形成することを特徴とする有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項２】
　前記コンタクト電極を前記電子注入層と前記対向電極との全面に形成することを特徴と
する請求項１記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項３】
　前記コンタクト電極を前記有機発光層上の非発光部上にパターニングして形成すること
を特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項４】
　前記電子注入層と前記対向電極との形成及び前記コンタクト電極の形成は、真空蒸着法
により行うことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項５】
　前記正孔輸送層または前記有機発光層は湿式成膜法を用いて形成することを特徴とする
請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【請求項６】
　基板上に形成された取出し電極と、前記取出し電極に隔離して形成された画素電極と、
前記画素電極上に形成された有機発光層及び電子注入層を含む発光媒体層と、前記電子注
入層上に形成された対向電極と、を有する有機ＥＬディスプレイパネルにおいて、
　前記電子注入層及び前記対向電極は同一のパターンで形成され、前記取出し電極と前記
対向電極とを跨いで形成されたコンタクト電極を有することを特徴とする有機ＥＬディス
プレイパネル。
【請求項７】
　前記コンタクト電極が前記電子注入層と前記対向電極膜との全面を覆うように形成され
たことを特徴とする請求項６に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項８】
　前記コンタクト電極が前記発光媒体層上の非発光部上にパターニングされて形成された
ことを特徴とする請求項６に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法に関し、特に、少なくとも一
層が湿式成膜法を用いて作製される有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ素子は、二つの対向する電極の間に有機発光材料からなる有機発光層が形成さ
れ、有機発光層に電流を流すことで発光させるものである。効率よくかつ信頼性のある有
機ＥＬ素子を作製するには有機発光層を含む発光媒体層の膜厚が重要である。有機ＥＬ素
子を用いてカラーディスプレイ化するには高精細にパターニングする必要がある。
【０００３】
　有機発光層を形成する有機発光材料には、低分子材料と高分子材料とがある。低分子材
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料は真空蒸着法などにより薄膜形成し、このときに微細パターンのマスクを用いてパター
ニングするが、この方法では基板が大型化すればパターニング精度が出にくいという問題
がある。また真空中で成膜するためにスループットが悪いという問題がある。
【０００４】
　そこで、最近では高分子材料を溶剤に溶かして塗工液にし、これをウェットコーティン
グ法で薄膜形成する方法が試みられるようになってきている。高分子材料の塗液を用いて
ウェットコーティング法で有機発光層を含む発光媒体層を形成する場合の層構成は、陽極
側から正孔輸送層、有機発光層を積層する２層構成が一般的である。このとき、有機発光
層はカラーパネル化するために赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のそれぞれの発光色をもつ
有機発光材料を溶剤中に溶解または安定して分散してなる有機発光インキを用いて塗り分
ける。
【０００５】
　次に、有機発光層と対向電極との間に電子注入層を挿入する場合の電子注入層と対向電
極との成膜について説明する。電子注入層とは、対向電極から有機発光層へ電子を注入さ
せる際に電子の注入量を制御するための層、あるいは、有機発光層から対向電極へ正孔が
注入される際に、正孔の注入量を制御するための層で、対向電極と有機発光層との間に挿
入される層をいう。電子注入層はオキサジアゾール系化合物であるＢＮＤ［２，５－Ｂｉ
ｓ（１－ｎａｐｈｔｈｙｌ）－１，３，４－ｏｘａｄｉａｚｏｌｅ］や、ＰＢＤ［２－（
４－ｔｅｒｔ－Ｂｕｔｙｌｐｈｅｎｙｌ）－５－（４－ｂｉｐｈｅｎｙｌｙｌ）－１，３
、４－ｏｘａｄｉａｚｏｌｅ］などの有機物や、Ｃａ、Ｂａなどの仕事関数の比較的小さ
い例えばアルカリ金属などが用いられている。あるいはこれらの機能を持つ層を積層する
場合もある。いずれにしても対向電極と有機発光層の間に挿入することにより、電子と正
孔との注入量を制御することによって発光効率を上げる目的で挿入される。
【０００６】
　理想的にはＲＧＢのそれぞれの有機発光層に対して異なる電子注入層や対向電極を用い
ることで性能を引き出すことが可能であるが、量産プロセスにおいて工程が増えることと
、高精細パターニングが困難であることから、電子注入層及び対向電極はＲＧＢ共通のベ
タ状の膜が形成される。
【０００７】
　電子注入層と対向電極とが成膜される際に、成膜前後や成膜中に、真空蒸着機内に残存
する水や酸素やその他のガスにより特に対向電極の直前に成膜する電子注入層は仕事関数
が低いため、水酸化、酸化もしくはその他のガスと反応することで別の化合物になり、電
子の注入効率が低下してしまう。この問題に対し、真空蒸着機の同じチャンバで同じマス
クを用いて電子注入層と対向電極とを連続で成膜することで、電子注入層の成膜表面がむ
き出しのままさらされている時間を短くする手法が取られている。
【０００８】
　しかしこの場合、対向電極とこの対向電極に電流を外部から供給するために基板にあら
かじめパターニングされている取出し電極を電気的に接続する場合、コンタクト部は取出
し電極と対向電極との間に電子注入層が挿入されてしまう。表示部の外周に配置されるコ
ンタクト部に電子注入層として仕事関数の低い電極が成膜されている場合、パネル化後に
封止接着部を通って浸入してくる水分などのガスで変質しやすく、変質するとコンタクト
部の接続抵抗が増大し、消費電力の増大やもしくは特性の変動を起こしてしまう。また電
子注入層として導電物質ではない物質を用いた場合は、初期から接続抵抗が大きく消費電
力の増大や駆動の不具合が生じ、また一般的に電子注入層には仕事関数の低い材料を用い
ているため、パネル化後に上記のような変質の問題が生じてしまうことが分かった。
【０００９】
　そこで、取出し電極とコンタクト部との腐食を防ぐ技術として、特許文献１には、取り
出し用電極と陰極（対向電極）との積層箇所において、取り出し用電極と陰極との間に、
難腐食性金属材料、例えばＭｎを含む中間層領難腐食性金属材料からなる中間層領域を形
成した封止構造を有する有機ＥＬ表示装置について開示されている（特許文献１参照）。
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しかし、特許文献１に記載の有機ＥＬ表示装置では、取出し電極とコンタクト部との腐食
を防ぐことと有機ＥＬ表示装置の特性を向上させることの両立が難しいという問題があっ
た。
【００１０】
　また、以下に有機ＥＬディスプレイパネルに侵入する酸素や水分などの劣化原因につい
て図を参照して説明する。図１１は、従来の有機ＥＬディスプレイパネル９０を示す概略
断面図である。図１１に示すように、従来の有機ＥＬディスプレイパネル９０は、薄膜ト
ランジスタが形成された基板９１上にソース電極又はドレイン電極が延在してソース電極
又はドレイン電極に電気的に接続された陽極９２、陽極９２上に正孔輸送層９３、正孔輸
送層９３上に有機発光層９４が所望のパターンを有している。さらに、電子注入層９５と
対向電極９６とが発光表示領域と取出し電極９７上に同じシャドウマスクを用いて、真空
チャンバ内の残存ガス雰囲気に曝されて放置されることの無いように同チャンバ内で連続
して真空蒸着法を用いて成膜される。このとき取出し電極９７のコンタクト部の直上には
電子注入層９５が成膜されており、パネル駆動中に外部から浸入してくる酸素や水分など
のガス９８と反応して絶縁化してしまう問題があった。
【特許文献１】特開２００２－３３１８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、電子注入層の成膜中の劣化を抑えつつ、性能及び経時的に安定した取出し電
極とのコンタクトをもつ有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の請求項１に係る発明は、ゲート電極、ソース電極及びドレイン電極を備える薄
膜トランジスタ付き基板を形成し、ソース電極又はドレイン電極に延在して接続する画素
電極を形成し、画素電極上に正孔輸送層及び有機発光層を形成し、有機発光層上に電子注
入層と対向電極とを第１のシャドウマスクを用いて形成し、基板側にレイアウトされた取
出し電極と対向電極とが電気的に接続するコンタクト電極を第２のシャドウマスクを用い
て、電子注入層及び対向電極の側面を覆うように形成することを特徴とする有機ＥＬディ
スプレイパネルの製造方法としたものである。
【００１３】
　本発明の請求項２に係る発明は、コンタクト電極を電子注入層と対向電極との全面に形
成することを特徴とする請求項１記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法としたも
のである。
【００１４】
　本発明の請求項３に係る発明は、コンタクト電極を有機発光層上の非発光部上にパター
ニングして形成することを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製
造方法としたものである。
【００１５】
　本発明の請求項４に係る発明は、電子注入層と対向電極との形成及びコンタクト電極の
形成は、真空蒸着法により行うことを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイ
パネルの製造方法としたものである。
【００１６】
　本発明の請求項５に係る発明は、正孔輸送層または有機発光層の一層は湿式成膜法を用
いて形成することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の有機ＥＬディス
プレイパネルの製造方法としたものである。
【００１７】
　本発明の請求項６に係る発明は、基板上に形成された取出し電極と、取出し電極に隔離
して形成された画素電極と、画素電極上に形成された有機発光層及び電子注入層を含む発
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光媒体層と、電子注入層上に形成された対向電極と、を有する有機ＥＬディスプレイパネ
ルにおいて、電子注入層及び対向電極は同一のパターンで形成され、取出し電極と対向電
極とを跨いで形成されたコンタクト電極を有することを特徴とする有機ＥＬディスプレイ
パネルとしたものである。
【００１８】
　本発明の請求項７に係る発明は、コンタクト電極が電子注入層と対向電極膜との全面を
覆うように形成されたことを特徴とする請求項６に記載の有機ＥＬディスプレイパネルと
したものである。
【００１９】
　本発明の請求項８に係る発明は、コンタクト電極が発光媒体層上の非発光部上にパター
ニングされて形成されたことを特徴とする請求項６に記載の有機ＥＬディスプレイパネル
としたものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、電子注入層の成膜中の劣化を抑えつつ、性能及び経時的に安定した取
出し電極とのコンタクトをもつ有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ、説明する。実施の形態において、同
一構成要素には同一符号を付け、実施の形態の間において重複する説明は省略する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネル１０を示す概略断面図
である。図１に示すように、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネル１０
は、隔壁付き薄膜トランジスタ２０を備えた基板１１、画素電極（陽極）１２、対向電極
（陰極）１３、取出し電極１４、コンタクト電極１５、正孔輸送層１６、有機発光層１７
及び電子注入層１８を備えている。ここで、陽極及び陰極で挟持された層を発光媒体層と
し、図１では正孔輸送層１６、有機発光層１７及び電子注入層が発光媒体層に相当する。
【００２３】
　図２は、本発明の実施の形態に係る隔壁付き薄膜トランジスタ２０を示す概略断面図で
ある。図２に示すように、本発明の実施の形態に係る隔壁付き薄膜トランジスタ２０は、
半導体活性層２４、ソース電極２６、ドレイン電極２５、ゲート電極２８、ゲート絶縁膜
２２、層間絶縁膜２９、走査線２７を備えている。本発明の実施の形態に係る有機ＥＬデ
ィスプレイパネル１０は、アクティブマトリクス駆動型であり、基板１１には、図２に示
す隔壁付き薄膜トランジスタ２０を備え、隔壁付き薄膜トランジスタ２０のドレイン電極
２５が延在して画素電極１２に電気的に接続されている。
【００２４】
　まず、図２に示す隔壁付き薄膜トランジスタ２０について説明し、次に、隔壁付き薄膜
トランジスタ２０を備えた有機ＥＬディスプレイパネル１０について説明する。
【００２５】
［基板１１］
　本発明の実施の形態に係るアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬディスプレイパネル１
０に用いる基板（バックプレーン）１１は、薄膜トランジスタと有機ＥＬディスプレイパ
ネル１０の画素電極１２とが設けられており、かつ、薄膜トランジスタと画素電極１２と
が電気に接続している。
【００２６】
　薄膜トランジスタや、その上方に構成されるアクティブマトリクス駆動型有機ＥＬディ
スプレイパネル１０は基板（支持体）１１で支持される。基板１１としては機械的強度、
絶縁性を有し寸法安定性に優れた支持体であれば如何なる材料も使用することができる。
例えば、ガラスや石英、ポリプロピレン、ポリエーテルサルフォン、ポリカーボネート、
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シクロオレフィンポリマー、ポリアリレート、ポリアミド、ポリメチルメタクリレート、
ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のプラスチックフィルムやシ
ート、または、これらプラスチックフィルムやシートに酸化珪素、酸化アルミニウム等の
金属酸化物や、弗化アルミニウム、弗化マグネシウム等の金属弗化物、窒化珪素、窒化ア
ルミニウムなどの金属窒化物、酸窒化珪素などの金属酸窒化物、アクリル樹脂やエポキシ
樹脂、シリコーン樹脂、ポリエステル樹脂などの高分子樹脂膜を単層もしくは積層させた
透光性基材や、アルミニウムやステンレスなどの金属箔、シート、板や、プラスチックフ
ィルムやシートにアルミニウム、銅、ニッケル、ステンレスなどの金属膜を積層させた非
透光性基材などを用いることができる。光取出しをどちらの面から行うかに応じて基板１
１の透光性を選択すればよい。これらの材料からなる基板１１は、有機ＥＬディスプレイ
パネル内への水分の侵入を避けるために、無機膜を形成したり、フッ素樹脂を塗布したり
して、防湿処理や疎水性処理を施してあることが好ましい。特に、発光媒体層への水分の
侵入を避けるために、基板１１における含水率及びガス透過係数を小さくすることが好ま
しい。
【００２７】
　基板１１上に設ける薄膜トランジスタは、公知の薄膜トランジスタを用いることができ
る。具体的には、ソース電極２６、ドレイン電極２５、チャネル領域が形成される半導体
活性層２４、ゲート絶縁膜２２及びゲート電極２８から構成される薄膜トランジスタが挙
げられる。薄膜トランジスタの構造としては、特に限定されるものではなく、例えば、ス
タガ型、逆スタガ型、トップゲート型、コプレーナ型等が挙げられる。
【００２８】
　半導体活性層２４は、特に限定されるものではなく、例えば、非晶質シリコン、多結晶
シリコン、微結晶シリコン、セレン化カドミウム等の無機半導体材料又はチオフエンオリ
ゴマー、ポリ（ｐ－フェリレンビニレン）等の有機半導体材料により形成することができ
る。これらの半導体活性層２４は、例えば、アモルファスシリコンをプラズマＣＶＤ法に
より積層し、イオンドーピングする方法；ＳｉＨ４ガスを用いてＬＰＣＶＤ法によりアモ
ルファスシリコンを形成し、固相成長法によりアモルファスシリコンを結晶化してポリシ
リコンを得た後、イオン打ち込み法によりイオンドーピングする方法；Ｓｉ２Ｈ６ガスを
用いてＬＰＣＶＤ法により、また、ＳｉＨ４ガスを用いてＰＥＣＶＤ法によりアモルファ
スシリコンを形成し、エキシマレーザ等のレーザによりアニールし、アモルファスシリコ
ンを結晶化してポリシリコンを得た後、イオンドーピング法によりイオンドーピングする
方法（低温プロセス）；減圧ＣＶＤ法又はＬＰＣＶＤ法によりポリシリコンを積層し、１
０００℃以上で熱酸化してゲート絶縁膜２２を形成し、その上にｎ＋ポリシリコンのゲー
ト電極２８を形成し、その後、イオン打ち込み法によりイオンドーピングする方法（高温
プロセス）等が挙げられる。
【００２９】
　ゲート絶縁膜２２としては、通常、ゲート絶縁膜２２として使用されているものを用い
ることができ、例えば、ＰＥＣＶＤ法、ＬＰＣＶＤ法等により形成されたＳｉＯ２；ポリ
シリコン膜を熱酸化して得られるＳｉＯ２等を用いることができる。ゲート電極２８とし
ては、通常、ゲート電極２８として使用されているものを用いることができ、例えば、ア
ルミ、銅等の金属；チタン、タンタル、タングステン等の高融点金属；ポリシリコン；高
融点金属のシリサイド；ポリサイド；等が挙げられる。薄膜トランジスタは、シングルゲ
ート構造、ダブルゲート構造、ゲート電極が３つ以上のマルチゲート構造であってもよい
。また、ＬＤＤ構造、オフセット構造を有していてもよい。さらに、１つの画素中に２つ
以上の薄膜トランジスタが配置されていてもよい。
【００３０】
　本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネル１０は、薄膜トランジスタが有
機ＥＬディスプレイパネル１０のスイッチング素子として機能するように接続されている
必要があり、薄膜トランジスタのドレイン電極２５と有機ＥＬディスプレイパネル１０の
画素電極１２が電気的に接続されている。
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【００３１】
［画素電極１２］
　次に、隔壁付き薄膜トランジスタ２０が形成された有機ＥＬディスプレイパネル１０に
ついて説明する。基板１１上に画素電極１２を成膜し、必要に応じてパターニングをおこ
なう。本発明の実施の形態において、画素電極１２は隔壁３０によって区画され、各画素
に対応した画素電極１２となる。画素電極１２の材料としては、ＩＴＯ（インジウムスズ
複合酸化物）やインジウム亜鉛複合酸化物、亜鉛アルミニウム複合酸化物などの金属複合
酸化物や、金、白金などの金属材料や、これら金属酸化物や金属材料の微粒子をエポキシ
樹脂やアクリル樹脂などに分散した微粒子分散膜を、単層もしくは積層したものをいずれ
も使用することができる。画素電極１２を陽極とする場合にはＩＴＯなど仕事関数の高い
材料を選択することが好ましい。下方から光を取り出す、いわゆるボトムエミッション構
造の場合は透光性のある材料を選択する必要がある。必要に応じて、画素電極１２の配線
抵抗を低くするために、銅やアルミニウムなどの金属材料を補助電極として併設してもよ
い。
【００３２】
　画素電極１２の形成方法としては、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法
、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法などの乾式成膜法や、グラ
ビア印刷法、スクリーン印刷法などの湿式成膜法などを用いることができる。画素電極１
２のパターニング方法としては、材料や成膜方法に応じて、マスク蒸着法、フォトリソグ
ラフィ法、ウェットエッチング法、ドライエッチング法などの既存のパターニング法を用
いることができる。基板１１としてＴＦＴを形成した物を用いる場合は下層の画素に対応
して導通を図ることができるように形成する。
【００３３】
［隔壁３０］
　図２に示すように、本発明の実施の形態に係る隔壁３０は画素に対応した発光領域を区
画するように形成する。画素電極１２の端部を覆うように形成するのが好ましい。一般的
にアクティブマトリクス駆動型の表示装置は各画素に対して画素電極１２が形成され、そ
れぞれの画素ができるだけ広い面積を占有しようとするため、画素電極１２の端部を覆う
ように形成される隔壁３０の最も好ましい形状は各画素電極１２を最短距離で区切る格子
状を基本とする。
【００３４】
　隔壁３０の形成方法としては、従来と同様、基体上に無機膜を一様に形成し、レジスト
でマスキングした後、ドライエッチングを行う方法や、基体上に感光性樹脂を積層し、フ
ォトリソグラフィ法により所定のパターンとする方法が挙げられる。必要に応じて撥水剤
を添加したり、プラズマやＵＶを照射して形成後にインクに対する撥液性を付与したりす
ることもできる。隔壁３０の好ましい高さは０．１μｍ以上１０μｍ以下であり、より好
ましくは０．５μｍ以上２μｍ以下である。隔壁の高さが１０μｍを超えると対向電極１
３の形成及び封止を妨げてしまい、０．１μｍ未満だと画素電極１２の端部を覆い切れな
い、あるいは発光媒体層の形成時に隣接する画素とショートしたり混色したりしてしまう
からである。
【００３５】
［発光媒体層］
　隔壁３０を形成後、正孔輸送層１６を形成する。正孔輸送層１６を形成する正孔輸送材
料としてはポリアニリン誘導体、ポリチオフェン誘導体、ポリビニルカルバゾール（ＰＶ
Ｋ）誘導体、ポリ（３，４－エチレンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ）などが挙げら
れる。これらの材料は溶媒に溶解または分散させ、スピンコート法等を用いた各種塗布方
法や凸版印刷方法を用いて形成される。また正孔輸送材料として無機材料を用いる場合、
無機材料としては、Ｃｕ２Ｏ，Ｃｒ２Ｏ３，Ｍｎ２Ｏ３，ＦｅＯｘ（ｘ～０．１），Ｎｉ
Ｏ，ＣｏＯ，Ｐｒ２Ｏ３，Ａｇ２Ｏ，ＭｏＯ２，Ｂｉ２Ｏ３，ＺｎＯ，ＴｉＯ２，ＳｎＯ

２，ＴｈＯ２，Ｖ２Ｏ５，Ｎｂ２Ｏ５，Ｔａ２Ｏ５，ＭｏＯ３，ＷＯ３，ＭｎＯ２などが
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形成される。ただし材料はこれらに限定されるものではない。
【００３６】
　正孔輸送層１６形成後、インターレイヤ層（図示せず）を形成する。インターレイヤ層
に用いる材料として、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、側鎖若しくは主鎖に
芳香族アミンを有するポリアリーレン誘導体、アリールアミン誘導体、トリフェニルジア
ミン誘導体などの、芳香族アミンを含むポリマーなどが挙げられる。これらの材料は溶媒
に溶解または分散させ、スピンコート法等を用いた各種塗布方法や凸版印刷方法を用いて
形成される。
【００３７】
　インターレイヤ層の形成後、有機発光層１７を形成する。有機発光層１７は電流を流す
ことにより発光する層である。ここで、有機発光層１７による発光領域全体を表示部と呼
ぶ。また、隔壁３０で各発光領域が区画されている場合は、隔壁３０上も含むものとする
。有機発光層１７を形成する有機発光材料は、例えばクマリン系、ペリレン系、ピラン系
、アンスロン系、ポルフィレン系、キナクリドン系、Ｎ，Ｎ’－ジアルキル置換キナクリ
ドン系、ナフタルイミド系、Ｎ，Ｎ’－ジアリール置換ピロロピロール系、イリジウム錯
体系などの発光性色素をポリスチレン、ポリメチルメタクリレート、ポリビニルカルバゾ
ール等の高分子中に分散させたものや、ポリアリーレン系、ポリアリーレンビニレン系や
ポリフルオレン系の高分子材料が挙げられる。
【００３８】
　これらの有機発光材料は溶媒に溶解または安定に分散させ有機発光インキとなる。有機
発光材料を溶解または分散する溶媒としては、トルエン、キシレン、アセトン、アニソー
ル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどの単独または
これらの混合溶媒が上げられる。中でもトルエン、キシレン、アニソールといった芳香族
有機溶媒が有機発光材料の溶解性の面から好適である。また、有機発光インキには必要に
応じて、界面活性剤、酸化防止剤、粘度調整剤、紫外線吸収剤等が添加されてもよい。
【００３９】
　次に、前述したインターレイヤ層及び有機発光層１７の形成する方法について説明する
。図３は、本発明の実施の形態に係る凸版印刷装置４０を示す概略断面図である。図３に
示すように、本発明の実施の形態に係る凸版印刷装置４０は、有機発光材料からなる有機
発光インキを、画素電極１２、正孔輸送層１６が形成された被印刷基板４７上にパターン
印刷するものである。本発明の実施の形態に係る凸版印刷装置４０は、インクタンク４１
とインキチャンバ４２とアニロックスロール４３と凸版が設けられた版４５がマウントさ
れた版銅４６を有している。インクタンク４１には、溶剤で希釈された有機発光インキが
収容され、インキチャンバ４２にはインクタンク４１より有機発光インキが送り込まれる
ようになっている。アニロックスロール４３はインキチャンバ４２のインキ供給部に接し
て回転可能に指示されている。
【００４０】
　アニロックスロール４３の回転に伴い、アニロックスロール４３表面に供給された有機
発光インキのインキ層４４は均一な膜厚に形成される。このインキ層４４のインキはアニ
ロックスロールに近接して回転駆動される版胴４６にマウントされた版４５の凸部に転移
する。平台４８には、画素電極１２及び正孔輸送層１６が形成された被印刷基板４７が版
４５の凸部にあるインキは被印刷基板４７に対して印刷され、必要に応じて乾燥工程を経
て被印刷基板４７上に有機発光層１８が形成される。
【００４１】
［電子注入層１８］
　次に、有機発光層１７を形成後、有機発光層１７に電子を注入する電子注入層１８と対
向電極１３とを形成する。電子注入層１８によって、電子注入効率と安定性を両立させる
ことができる。電子注入層１８を形成する材料としては、Ｃａ，Ｂａ，Ｌｉや酸化Ｌｉ，
ＬｉＦ等の化合物を１ｎｍ程度積層して用いることができる。または仕事関数が低いＬｉ
，Ｍｇ，Ｃａ，Ｓｒ，Ｌａ，Ｃｅ，Ｅｒ，Ｅｕ，Ｓｃ，Ｙ，Ｙｂ等の金属１種以上と、安
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定なＡｇ，Ａｌ，Ｃｕ等の金属元素との合金系を用いてもよい。具体的にはＭｇＡｇ，Ａ
ｌＬｉ，ＣｕＬｉ等の合金が使用できる。
【００４２】
　上記無機化合物以外にも、有機化合物の電子注入材料として、金属錯体化合物もしくは
含窒素五員環誘導体を用いることができる。金属錯体化合物の具体的な態様は、８－ヒド
ロキシキノリナートリチウム、ビス（８－ヒドロキシキノリナート）亜鉛、ビス（８－ヒ
ドロキシキノリナート）銅、ビス（８－ヒドロキシキノリナート）マンガン、トリス（８
－ヒドロキシキノリナート）アルミニウム（以下、Ａｌｑ３と記載。）、トリス（２－メ
チル－８－ヒドロキシキノリナート）アルミニウム、トリス（８－ヒドロキシキノリナー
ト）ガリウム、ビス（１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリナート）ベリリウム、ビス（
１０－ヒドロキシベンゾ［ｈ］キノリナート）亜鉛、ビス（２－メチル－８－キノリナー
ト）クロロガリウム、ビス（２－メチル－８－キノリナート）（ｏ－クレゾラート）ガリ
ウム、ビス（２－メチル－８－キノリナート）（１－ナフトラート）アルミニウム、ビス
（２－メチル－８－キノリナート）（２－ナフトラート）ガリウム等が挙げられるが、こ
れらに限定されるものではない。
【００４３】
　また、含窒素五員環誘導体は、オキサゾール、チアゾール、オキサジアゾール、チアジ
アゾールもしくはトリアゾール誘導体が好ましい。具体的には、２，５－ビス（１－フェ
ニル）－１，３，４－オキサゾール、ジメチルＰＯＰＯＰ（ここでＰＯＰＯＰは１，４－
ビス（５－フェニルオキサゾール－２－イル）ベンゼンを表す。）、２，５－ビス（１－
フェニル）－１，３，４－チアゾール、２，５－ビス（１－フェニル）－１，３，４－オ
キサジアゾール、２－（４’－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５－（４”－ビフェニル）
－１，３，４－オキサジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－オキサ
ジアゾール、１，４－ビス［２－（５－フェニルオキサジアゾリル）］ベンゼン、１，４
－ビス［２－（５－フェニルオキサジアゾリル）－４－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼン］、２
－（４’－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－５－（４”－ビフェニル）－１，３，４－チア
ジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－チアジアゾール、１，４－ビ
ス［２－（５－フェニルチアジアゾリル）］ベンゼン、２－（４’－ｔｅｒｔ－ブチルフ
ェニル）－５－（４”－ビフェニル）－１，３，４－トリアゾール、３－（４－ビフェニ
ルイル）－４－フェニル－５－ターシャリブチルフェニル－１，２，４－トリアゾール、
２，５－ビス（１－ナフチル）－１，３，４－トリアゾール、１，４－ビス［２－（５－
フェニルトリアゾリル）］ベンゼン等が挙げられるが、これらに限定されるものではない
。
【００４４】
　電子注入層１８の形成方法としては材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法
、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等の真空蒸着法を用いるこ
とができる。電子注入層１８は、第１のシャドウマスク６０を用いて発光領域全体である
表示部上に成膜される。
【００４５】
［対向電極１３］
　次に、電子注入層１８上に対向電極１３を形成する。対向電極１３にはＭｇ，Ａｌ，Ｙ
ｂ，Ａｇ等の金属単体を用いることができる。
【００４６】
　対向電極１３の形成方法は、材料に応じて、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応
性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法等の真空蒸着法を用いることがで
きる。前述した形成方法は、電子注入層１８と同じ形成方法を用いることが好ましい。電
子注入層１８の形成時と同一のパターンを有する第１のシャドウマスク６０を用いて、同
チャンバ内で連続して成膜できることから、生産性を向上させることができる。
【００４７】
［コンタクト電極１５］
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　次に、対向電極１３と取出し電極１４とを接続するコンタクト電極１５を形成する。コ
ンタクト電極１５は、対向電極１３と取出し電極１４との一部（側面）を覆うように形成
される。図４乃至図６は、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネル１０を
示す概略上面図である。図４に示すように、本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプ
レイパネル１０のコンタクト電極１５は、電子注入層１８及び対向電極１３の縁辺を全て
覆うように形成することにより、電子注入層１８及び対向電極１３の側面を覆うことがで
き、電子注入層１８への酸素や水分などのガスの浸入を防ぎ経時的に安定した有機ＥＬデ
ィスプレイパネルとすることができる。コンタクト電極１５を形成する材料としては、一
般的に取出し電極１４及び対向電極１３に用いられる材料を用いることができ、具体的に
はＭｇ，Ａｌ，Ｙｂ，Ａｇ等の金属単体を用いることができる。形成方法についても対向
電極と同様に抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング
法、スパッタリング法等の真空蒸着法を用いることができる。なお、外気にさらさず電子
注入層の酸化を防ぐことができることから、真空内で電子注入層、対向電極、コンタクト
電極を連続して成膜することが好ましい。
【００４８】
　本発明の実施の形態に係るコンタクト電極１５のパターンとしては、図４に示すような
パターン以外にも、図５に示すように、表示部上の電子注入層１８と対向電極１３を完全
に覆うようにパターン形成しても良い。この場合にはコンタクト電極１５が表示部上の全
面で電子注入層１８及び対向電極１３を被覆していることから、側面部以外からのガスの
浸入も防ぐことができ、より安定したパネルとすることができる。また、図６に示すよう
に、表示部上のサブピクセル間の非発光部上及びコンタクト部上に成膜してもよい。この
場合には発光領域にはコンタクト電極１５が形成されないことから、対向電極１３側から
外部へ光を放出するトップエミッション型の有機ＥＬディスプレイパネル１０に好適であ
る。
【００４９】
［封止体（図示せず）］
　本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネル１０は、画素電極１２と対向電
極１３との間に発光材料を挟み、電流を流すことで発光させることができるが、有機発光
材料は大気中の水分や酸素によって容易に劣化してしまうため通常は外部と遮断するため
の封止体を設ける。封止体は例えば封止材上に樹脂層を設けて作製することができる。
【００５０】
　封止材としては、水分や酸素の透過性が低い基材である必要がある。また、材料の一例
として、アルミナ、窒化ケイ素、窒化ホウ素等のセラミックス、無アルカリガラス、アル
カリガラス等のガラス、石英、耐湿性フィルムなどを挙げることができる。耐湿性フィル
ムの例として、プラスチック基材の両面にＳｉＯｘをＣＶＤ法で形成したフィルムや、透
過性の小さいフィルムと吸水性のあるフィルムまたは吸水剤を塗布した重合体フィルムな
どがあり、耐湿性フィルムの水蒸気透過率は、１０－６ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であること
が好ましい。
【００５１】
　樹脂層の材料の一例として、エポキシ系樹脂、アクリル系樹脂、シリコーン樹脂などか
らなる光硬化型接着性樹脂、熱硬化型接着性樹脂、２液硬化型接着性樹脂や、エチレンエ
チルアクリレート（ＥＥＡ）ポリマー等のアクリル系樹脂、エチレンビニルアセテート（
ＥＶＡ）等のビニル系樹脂、ポリアミド、合成ゴム等の熱可塑性樹脂や、ポリエチレンや
ポリプロピレンの酸変性物などの熱可塑性接着性樹脂を挙げることができる。樹脂層を封
止材の上に形成する方法の一例として、溶剤溶液法、押出ラミ法、溶融・ホットメルト法
、カレンダー法、ノズル塗布法、スクリーン印刷法、真空ラミネート法、熱ロールラミネ
ート法などを挙げることができる。必要に応じて吸湿性や吸酸素性を有する材料を含有さ
せることもできる。封止材上に形成する樹脂層の厚みは、封止する有機ＥＬディスプレイ
パネルの大きさや形状により任意に決定されるが、５μｍ～５００μｍ程度が望ましい。
なお、ここでは封止材上に樹脂層として形成したが直接有機ＥＬディスプレイパネル側に
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形成することもできる。
【００５２】
　最後に、有機ＥＬディスプレイパネルと封止体との貼り合わせを封止室で行う。封止体
を、封止材と樹脂層の２層構造とし、樹脂層に熱可塑性樹脂を使用した場合は、加熱した
ロールで圧着のみ行うことが好ましい。熱硬化型接着樹脂を使用した場合は、加熱したロ
ールで圧着した後、さらに硬化温度で加熱硬化を行うことが好ましい。光硬化性接着樹脂
を使用した場合は、ロールで圧着した後、さらに光を照射することで硬化を行うことがで
きる。
【実施例１】
【００５３】
　以下、本発明の実施例１～３及び比較例について説明する。なお、本発明は、実施例１
～３に限定されるものではない。
【００５４】
　基板としては、基板上に設けられたスイッチング素子として機能する薄膜トランジスタ
と、薄膜トランジスタのドレイン電極２５から延在して電気的に接続して形成した画素電
極１２とを備えたアクティブマトリクス基板１１を用いた。基板１１のサイズは２００ｍ
ｍ×２００ｍｍでその中に対角５インチ、画素数は３２０×２４０のディスプレイが中央
に配置されている。基板１１の端部に取出し電極１４とコンタクト部が形成されている。
この基板１１に設けられている画素電極１２の端部を被覆し画素を区画するような形状で
隔壁３０を形成した。隔壁３０は、日本ゼオン社製ポジレジストＺＷＤ６２１６－６をス
ピンコータ法にて基板１１の全面に厚み２μｍで形成した後、フォトリソグラフィ法によ
って幅４０μｍの隔壁３０を形成した。これによりサブピクセル数９６０×２４０ドット
、０．１２ｍｍ×０．３６ｍｍピッチ画素領域が区画された。
【００５５】
　次に、画素電極１２上に正孔輸送層１６を形成した。正孔輸送層１６として、導電性高
分子であるＰＥＤＯＴを用いて、ＰＥＤＯＴをスピンコート法で形成した。その後、正孔
輸送層１６上にインターレイヤ層を形成した。インターレイヤ層としては、ポリビニルカ
ルバゾール誘導体を濃度０．５％になるようにトルエンに溶解させたインキを用いた。
【００５６】
　正孔輸送層１６まで形成した基板を被印刷基板４７として凸版印刷装置４０にセッティ
ングし、隔壁３０に挟まれた画素電極１２の真上（正孔輸送層１６の真上）にそのライン
パターンに合わせてインターレイヤ層（図示せず）を凸版印刷法で印刷を行った。このと
き３００線／インチのアニロックスロール及び水現像タイプの感光性樹脂の版４５を用い
た。印刷、乾燥後のインターレイヤ層の膜厚は１０ｎｍとなった。
【００５７】
　次に、インターレイヤ層上に有機発光層１７を形成した。有機発光層１７として、ポリ
フェニレンビニレン誘導体を濃度１％になるようにトルエンに溶解させた有機発光インキ
を用いた。
【００５８】
　インターレイヤ層までを形成した基板を被印刷基板４７として凸版印刷装置４０にセッ
ティングし、隔壁３０に挟まれた画素電極１２の真上（インターレイヤ層の真上）にその
ラインパターンに合わせて有機発光層１７を凸版印刷法で印刷を行った。このとき１５０
線／インチのアニロックスロール及び水現像タイプの感光性樹脂の版４５を用いた。印刷
、乾燥後の有機発光層１７の膜厚は８０ｎｍとなった。
【００５９】
　その後、図７（ａ）に示すように、電子注入層１８にはカルシウムを用いて、真空蒸着
法により成膜物質８０とした。成膜物質８０がコンタクト部に成膜されないように、第１
のシャドウマスク６０を用いて膜厚１０ｎｍに成膜した。ここで、コンタクト部とは、取
出し電極１４と対向電極１３とを接続するコンタクト電極１５を形成する領域のことをい
う。その後、図７（ｂ）に示すように、第１のシャドウマスク６０を用いて連続して、対
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向電極１３としてアルミニウムを用いて膜厚１５０ｎｍに成膜した。
【００６０】
　その後、図７（ｃ）に示すように、第２のシャドウマスク７０を用いて成膜された対向
電極１３の一部と取出し電極１４とがコンタクト電極１５により電気的に接続されるよう
に、アルミニウムを成膜物質８０として膜厚２００ｎｍに成膜し、図７（ｄ）に示すよう
に、コンタクト電極１５が、取出し電極１４と対向電極１３との側面を覆うように形成す
ることができた。
【００６１】
　その後、封止材としてガラス板を用いて、ガラス板が発光領域全てをカバーするように
載せ、約９０℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブ
マトリクス駆動型有機ＥＬディスプレイパネル１０を駆動したところ、良好に駆動を行う
ことができた。また、９０℃６０％の高温高湿環境で駆動させたところ、２０００時間経
過した時点でも不具合無く駆動することができた。
【実施例２】
【００６２】
　基板として、基板上に設けられたスイッチング素子として機能する薄膜トランジスタと
、薄膜トランジスタの上方に平坦化層を設け、薄膜トランジスタのドレイン電極とコンタ
クトホールを介して接続された画素電極１２とを備えたアクティブマトリクス基板１１を
用いた。
【００６３】
　まず、画素電極１２上に正孔輸送層１６を形成した。正孔輸送層１６としては、導電性
高分子であるＰＥＤＯＴを用いて、ＰＥＤＯＴをスピンコート法で形成した。その後、正
孔輸送層１６上にインターレイヤ層（図示せず）を形成した。インターレイヤ層として、
ポリビニルカルバゾール誘導体を濃度０．５％になるようにトルエンに溶解させたインキ
を用いた。
【００６４】
　正孔輸送層１６まで形成した基板を被印刷基板４７として凸版印刷装置４０にセッティ
ングし、絶縁層（平坦化層）に挟まれた画素電極１２の真上（正孔輸送層１６の真上）に
そのラインパターンに合わせてインターレイヤ層を凸版印刷法で印刷を行った。このとき
３００線／インチのアニロックスロール及び水現像タイプの感光性樹脂の版４５を使用し
た。印刷、乾燥後のインターレイヤ層の膜厚は１０ｎｍとなった。
【００６５】
　次に、インターレイヤ層上に有機発光層１７を形成した。有機発光層１７として、ポリ
フェニレンビニレン誘導体を濃度１％になるようにトルエンに溶解させた有機発光インキ
を用いた。
【００６６】
　インターレイヤ層までを形成した基板を被印刷基板４７として凸版印刷装置４０にセッ
ティングし、絶縁層（平坦化層）に挟まれた画素電極１２の真上（インターレイヤ層の真
上）にそのラインパターンに合わせて有機発光層１７を凸版印刷法で印刷を行った。この
とき１５０線／インチのアニロックスロールを使用した。印刷、乾燥後の有機発光層の膜
厚は８０ｎｍとなった。
【００６７】
　その後、図８（ａ）に示すように、電子注入層１８にはカルシウムを用いて、真空蒸着
法により成膜物質８０とした。成膜物質８０がコンタクト部に成膜されないように、第１
のシャドウマスク６０を用いて膜厚１０ｎｍに成膜した。ここで、コンタクト部とは、取
出し電極１４と対向電極１３とを接続するコンタクト電極１５を形成する領域のことをい
う。その後、図８（ｂ）に示すように、第１のシャドウマスク６０を用いて連続して、対
向電極１３としてアルミニウムを用いて膜厚１５０ｎｍに成膜した。
【００６８】
　その後、図８（ｃ）に示すように、第２のシャドウマスク７０を用いて成膜された対向
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電極１３の全面とコンタクト部が電気的に接続されるように、アルミニウムを成膜物質８
０として膜厚２００ｎｍに成膜し、図８（ｄ）に示すように、コンタクト電極１５が、取
出し電極１４と対向電極１３の全面を覆い形成することができた。
【００６９】
　その後、封止材としてガラス板を用いて、ガラス板が発光領域全てをカバーするように
載せ、約９０℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブ
マトリクス駆動型有機ＥＬディスプレイパネルを駆動したところ、良好に駆動を行うこと
ができた。また、９０℃６０％の高温高湿環境で駆動させたところ、２０００時間経過し
た時点でも不具合無く駆動することができた。
【実施例３】
【００７０】
　実施例１と同様の隔壁付き薄膜トランジスタ２０を備えた基板１１を用いた。まず、画
素電極１２上に正孔輸送層１６を形成した。正孔輸送層１６として、導電性高分子である
ＰＥＤＯＴを用いて、ＰＥＤＯＴをスピンコート法で形成した。その後、正孔輸送層１６
上にインターレイヤ層（図示せず）を形成した。インターレイヤ層として、ポリビニルカ
ルバゾール誘導体を濃度０．５％になるようにトルエンに溶解させたインキを用いた。
【００７１】
　正孔輸送層１６まで形成した基板を被印刷基板４７として凸版印刷装置４０にセッティ
ングし、隔壁３０に挟まれた画素電極１２の真上（正孔輸送層１６の真上）にそのライン
パターンに合わせてインターレイヤ層を凸版印刷法で印刷を行った。このとき３００線／
インチのアニロックスロールを使用した。印刷、乾燥後のインターレイヤ層の膜厚は１０
ｎｍとなった。
【００７２】
　次に、インターレイヤ層上に有機発光層１７を形成した。有機発光層１７として、ポリ
フェニレンビニレン誘導体を濃度１％になるようにトルエンに溶解させた有機発光インキ
を用いた。
【００７３】
　インターレイヤ層までを形成した基板を被印刷基板４７として凸版印刷装置４０にセッ
ティングし、隔壁３０に挟まれた画素電極１２の真上（インターレイヤ層の真上）にその
ラインパターンに合わせて有機発光層１７を凸版印刷法で印刷を行った。このとき１５０
線／インチのアニロックスロールを使用した。印刷、乾燥後の有機発光層１７の膜厚は８
０ｎｍとなった。
【００７４】
　その後、図９（ａ）に示すように、電子注入層１８にはカルシウムを用いて、真空蒸着
法により成膜物質８０とした。成膜物質８０がコンタクト部に成膜されないように、第１
のシャドウマスク６０を用いて膜厚１０ｎｍに成膜した。ここで、コンタクト部とは、取
出し電極１４と対向電極１３とを接続するコンタクト電極１５を形成する領域のことをい
う。その後、図９（ｂ）に示すように、第１のシャドウマスク６０を用いて連続して対向
電極としてアルミニウムを膜厚３ｎｍに成膜した。
【００７５】
　その後、図９（ｃ）に示すように、第２のシャドウマスク７０を用いて、対向電極１３
上の画素間の非発光部上にコンタクト部と電気的に接続されるように、アルミニウムを成
膜物質８０として膜厚２００ｎｍに成膜し、図９（ｄ）に示すように、コンタクト電極１
５が、取出し電極１４と対向電極１３との画素間の非発光部上に形成することができた。
【００７６】
　その後、封止材としてガラス板を用いて、ガラス板が発光領域全てをカバーするように
載せ、約９０℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティブ
マトリクス駆動型有機ＥＬディスプレイパネル１０を駆動したところ、良好に駆動を行う
ことができた。また、９０℃６０％の高温高湿環境で駆動させたところ、２０００時間経
過した時点でも不具合無く駆動することができた。
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【００７７】
［比較例］
　実施例１と同様に隔壁付き薄膜トランジスタ２０を備えた基板１１を用いた。まず、画
素電極１２上に正孔輸送層１６を形成した。正孔輸送層１６として、導電性高分子である
ＰＥＤＯＴを用いて、ＰＥＤＯＴをスピンコート法で形成した。その後、正孔輸送層１６
上にインターレイヤ層（図示せず）を形成した。インターレイヤ層として、ポリビニルカ
ルバゾール誘導体を濃度０．５％になるようにトルエンに溶解させたインキを用いた。
【００７８】
　正孔輸送層１６まで形成した基板を被印刷基板４７として凸版印刷装置４０にセッティ
ングし、隔壁３０に挟まれた画素電極１２の真上（正孔輸送層１６の真上）にそのライン
パターンに合わせてインターレイヤ層を凸版印刷法で印刷を行った。このとき３００線／
インチのアニロックスロールおよび水現像タイプの感光性樹脂の版４５を使用した。印刷
、乾燥後のインターレイヤ層の膜厚は１０ｎｍとなった。
【００７９】
　次に、インターレイヤ層上に有機発光層１７を形成した。有機発光層１７として、ポリ
フェニレンビニレン誘導体を濃度１％になるようにトルエンに溶解させた有機発光インキ
を用いた。
【００８０】
　インターレイヤ層までを形成した基板を被印刷基板４７として凸版印刷装置４０にセッ
ティングし、隔壁３０に挟まれた画素電極１２の真上（インターレイヤ層の真上）にその
ラインパターンに合わせて有機発光層１７を凸版印刷法で印刷を行った。このとき１５０
線／インチのアニロックスロールを使用した。印刷、乾燥後の有機発光層１７の膜厚は８
０ｎｍとなった。
【００８１】
　その後、図１０（ａ）及び（ｂ）に示すように、電子注入層１８として、真空蒸着法で
カルシウムを成膜物質８０として第１のシャドウマスク６０を用いて膜厚１０ｎｍに成膜
し、その後、同じ第１のシャドウマスク６０を用いて連続して対向電極１３としてアルミ
ニウムを膜厚１５０ｎｍに成膜した。ここで、電子注入層１８及び対向電極１３は、取出
し電極１４上に成膜し、電子注入層１８及び対向電極１３の側面は露出した。
【００８２】
　その後、封止材としてガラス板を用いて、ガラス基板が発光領域全てをカバーするよう
に載せ、約９０℃で１時間接着剤を熱硬化して封止を行った。こうして得られたアクティ
ブマトリクス駆動型有機ＥＬディスプレイパネル１０を駆動したところ、良好に駆動を行
うことができた。また、９０℃６０％の高温高湿環境で駆動させたところ、１０００時間
経過した時点でコンタクト部分が白濁し駆動電圧の上昇が見られた。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルを示す概略断面図である
。
【図２】本発明の実施の形態に係る隔壁付き薄膜トランジスタ基板を示す概略断面図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態に係る凸版印刷装置を示す概略断面図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルを示す概略上面図である
。
【図５】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルを示す概略上面図である
。
【図６】本発明の実施の形態に係る有機ＥＬディスプレイパネルを示す概略上面図である
。
【図７】（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態に係るコンタクト電極の製造方法を示す
概略断面図である。
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【図８】（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態に係るコンタクト電極の製造方法を示す
概略断面図である。
【図９】（ａ）～（ｄ）は、本発明の実施の形態に係るコンタクト電極の製造方法を示す
概略断面図である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は、比較例に係る電子注入層及び対向電極の製造方法を示す
概略断面図である。
【図１１】従来の有機ＥＬディスプレイパネルを示す概略断面図である。
【符号の説明】
【００８４】
　１０：有機ＥＬディスプレイパネル、１１：基板、１２：画素電極（陽極）、１３：対
向電極（陰極）、１４：取出し電極、１５：コンタクト電極、１６：正孔輸送層、１７：
有機発光層、１８：電子注入層、２０：隔壁付き薄膜トランジスタ、２１：薄膜トランジ
スタ付き基板、２２：ゲート絶縁膜、２３：ドレイン電極、２４：半導体活性層、２５：
ドレイン電極、２６：ソース電極、２７：走査線、２８：ゲート電極、２９：層間絶縁膜
、３０：隔壁、４０：凸版印刷装置、４１：インクタンク、４２：インキチャンバ、４３
：アニロックスロール、４４：インキ層、４５：版、４６：版胴、４７：被印刷基板、４
８：平台、６０：第１のシャドウマスク、７０:第２のシャドウマスク、８０:成膜物質、
９０：有機ＥＬディスプレイパネル、９１：薄膜トランジスタ付き基板、９２：下部電極
（画素電極）、９３：正孔輸送層、９４：有機発光層、９５：電子注入層、９６：対向電
極、９７：取出し電極、９８：ガス

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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